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【はじめに】GaN 系窒化物半導体は、貫通転位密度が高い場合においても高効率発光が可

能であることから、主に近紫外から青色領域にかけての発光デバイスとして応用されてい

る。しかしながら、高 In および Al 組成においては基板界面、表面および貫通転位近傍で原

子の不均一性が観測されており[1,2]、組成の均一な結晶を得ることは困難とされている。こ

れまでに我々は、GaN 基板上の InGaN において表面およびミスフィット転位近傍で In 原子

が偏析して、格子不整合に起因する歪みが軽減されることを明らかにしてきた[3]。本研究

では、InGaN および AlGaN における貫通転位近傍での原子配列を解析し、原子偏析と転位

芯構造との関係性を検討する。 

【結果および考察】Fig.1 は、Khor-Das Sarma

型の経験的原子間ポテンシャル[4]およびモ

ンテカルロシミュレーションによって得ら

れ た 、 Al0.3Ga0.7N に お け る 刃 状 転 位

(5/7core[5])での Al 原子の割合を転位芯を含

む[-1100]方向の軸からの距離の関数として示

したものである。この図から、Al 原子は転位

芯近傍に多く分布していることが確認でき、

エネルギー分散型 X 線分析による結果とも

定性的に一致している[2]。これは、[11-20]方

向における転位芯近傍の III-N ボンド長がバ

ルクのものに比べて短く、Al 組成を増加させ

ることで格子歪みを緩和していると考えら

れる。Fig.2 は、In0.2Ga0.8N における刃状転位

(5/7core)での In 原子の割合を転位芯を含む

[11-20]方向の軸からの距離の関数として示し

たものであり、すべり面を境として In 組成に

顕著な違いが生じている。これは、すべり面

を境に III-N ボンド長に差ができるため、In

組成を変化させることで平衡ボンド長に近

い原子配置をとっているものと考えられる。 
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Fig.1. Calculated Al composition as a 

function of distance from dislocation core 

across [11-20] in Al0.3Ga0.7N. Atomic 

arrangement around edge dislocation core in 

Al0.3Ga0.7N is also shown. 

 
Fig.2. Calculated In composition as a 

function of distance from dislocation core 

across [-1100] in In0.2Ga0.8N. Atomic 

arrangement around edge dislocation core in 
In0.2Ga0.8N is also shown. 
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